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１．概要（Summary） 

光通信用半導体デバイスの作製にあたり、光導波路

の保護を目的として、SiO2 層を光導波路上に堆積さ

せることを考えた。 
そこで、本施設のプラズマ CVD 装置で Si ウエハ上

に SiO2 層を堆積させ、堆積層の厚みの精度、利用し

易さについて検討を行った。 
 
２．実験（Experimental） 
 プラズマ CVD 装置で、SiO2 層の厚みが 600nm と

なるように、装置上のレシピを用いて堆積を行った。 
 チャンバー内でのウエハの位置により、堆積層の膜

厚が変化するかどうか、数枚のウエハをチャンバー内

に設置した。 

 
             Plasma CVD 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
 SiO2 層の膜厚は、どのウエハでも 620nm 程度であ

り、むらは殆どなかった。膜厚は 600nm から 700nm
以内であれば性能上問題無く、堆積時間も長くないの

で、本装置での堆積は有用なものと考える。 
 しかし、大学院から本施設までの移動時間等を考慮

すると他の方法により堆積することが可能かどうか

検討する必要がある。 
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